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[はじめに] 高速・大容量な情報処理システムを実現する目的で、光デ

バイスと電子デバイスを高密度に集積化させた光・電子集積回路の開発

が期待されている。そのため、ナノスケールへの光エネルギー閉じ込め

が可能な表面プラズモンポラリトン（SPP）を利用した、各種光デバイ

スが研究されてきた。我々は、シリコンで吸収されないエネルギー帯に

受光感度を持ち、作製工程が簡易な、シリコンベースのショットキー型

SPP 検出器を開発してきた[1]。今回、この SPP 検出器と金属-酸化膜-半

導体電界効果トランジスタ（MOSFET）とのモノリシック集積化に成功

したので報告する。 

[実験方法] 図 1に、作製した素子の回路図および SPP 検出器の断面図

を示す。SPP 検出器は、金/シリコンからなるショットキーダイオードに

SPPを励起するためのナノスリットが周期的に設けられた構造となって

いる。この検出器は MOSFET の形成後、リフトオフプロセスと集束イ

オンビーム加工によって作製された。SPP 検出器に波長 1550 nmのレー

ザ光（出力光強度：0から 6.5 mW）をテーパ型偏波保持ファイバを介し

て入射し、MOSFET2のゲート電圧 VG2とドレイン電流 ID2の関係を測定

した。なお、MOSFET1 は可変抵抗器として用いられ、ゲート電圧 VG1

を調整することによりその抵抗値を変化させた。 

[実験結果] はじめに、MOSFETと同一基板上に形成された SPP 検出器

が、波長 1550 nmの光によって動作することを確認した（受光感度：24.2 

nA/mW）。SPP 検出器から生成された光電流は、MOSFET1 のドレイン-

ソース間電圧を発生させ、この電圧により MOSFET2が制御された（図

2 中のプロット点）。SPP 検出器により生成された光電流は、MOSFET2

のドレイン電流として約 14000 倍に増幅されることを確認した。 

 以上の結果より、SPP 検出器と MOSFETのモノリシック集積化デバイ

スの動作を確認することができた。 
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Fig. 1. (a) Circuit diagram of the 

integrated device, and (b) 

cross-section view of the SPP detector. 
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Fig. 2. Amplification characteristics of 

the integrated device. 
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